
Reglas de dise~no
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Creaci�on de un inversor CMOS

Visi�on �nal del inversor.
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Creaci�on de un inversor CMOS

Visi�on �nal del inversor.
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Creaci�on de un inversor CMOS

Conexiones met�alicas.
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Creaci�on de un inversor CMOS

Aislante entre polysilicio/difusi�on y metal
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Creaci�on de un inversor CMOS

Difusiones N y P.
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Creaci�on de un inversor CMOS

Polysilicio en la puerta del transistor.
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Creaci�on de un inversor CMOS

Capa de �oxido �no.

Tecnolog��a CMOS. Proceso de fabricaci�on Octubre 2000 12



Proceso de fabricaci�on MOS

Creaci�on de los contactos (II):

Si − substrate

SiO   (Oxide)2

Thin oxide

Insulating oxide 

n+ n+

Si − substrate

SiO   (Oxide)2

Thin oxide

Insulating oxide 

n+ n+
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Proceso de fabricaci�on MOS

Creaci�on de los contactos (I):

Si − substrate

SiO   (Oxide)2

Thin oxide

Si − substrate

SiO   (Oxide)2

Thin oxide

Insulating oxide 

Insulating oxide 

n+ n+

n+ n+
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Proceso de fabricaci�on MOS

Implantaci�on de las difusiones:

Si − substrate

SiO   (Oxide)2

Thin oxide

Si − substrate

SiO   (Oxide)2

Thin oxide

Ion implantation

n+n+
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Proceso de fabricaci�on MOS

Creaci�on de la puerta (II):

Si − substrate

SiO   (Oxide)2

Thin oxide

Polysilicon

Si − substrate

SiO   (Oxide)2

Thin oxide
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Proceso de fabricaci�on MOS

Creaci�on de la puerta (I):

Si − substrate

SiO   (Oxide)2

Thin oxide

Si − substrate

SiO   (Oxide)2

Thin oxide
Polysilicon
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Proceso de fabricaci�on MOS

Capa inicial de �oxido (IV):

Si − substrate

SiO   (Oxide)2

Si − substrate

SiO   (Oxide)2

Thin oxide
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Proceso de fabricaci�on MOS

Capa inicial de �oxido (III):

Si − substrate

SiO   (Oxide)2

Chemical etch (HF acid) or dry etch (plasma)

  Hardened
Photoresist

Si − substrate

SiO   (Oxide)2

  Hardened
Photoresist
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Proceso de fabricaci�on MOS

Capa inicial de �oxido (II):

Si − substrate

Si − substrate

SiO   (Oxide)2

SiO   (Oxide)2

Photoresist

Photoresist

UV − light

Exposed Photoresist
becomes soluble
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Proceso de fabricaci�on MOS

Capa inicial de �oxido (I): �oxido grueso.

Si − substrate

Si − substrate

SiO   (Oxide)2
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Introducci�on

Procesos realizados:

La aplicaci�on de los distintos componentes sobre el sub-

strato de silicio se realiza mediante la utilizaci�on de mas-

caras. Para cada etapa del proceso de fabricaci�on se

construyen una o m�as mascaras que delimitan que �areas

son afectadas.

Los procesos t��picos utilizados son:

Crecimiento de capas de oxido grueso: proceso de oxidaci�on me-

diante oxigeno o vapor de agua a alta temperatura.

Crecimiento de capas de oxido �no: similar al oxido grueso, pero

de forma controlada.

Difusi�on: mediante material dopante en forma de vapor a altas

temperaturas. M�etodo alternativo mediante ca~non de iones de

alta velocidad.

Metalizaci�on: deposici�on de aluminio vaporizado.

"Etching": eliminaci�on de materiales previamente depositados

mediante la utilizaci�on de disolventes o �acidos.
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Introducci�on

Componentes utilizados:

La implantaci�on de los transistores MOS se realiza medi-

ante la sucesiva acumulaci�on de diversos materiales sobre

una super�cie base de silicio.

Los elementos m�as importantes utilizados son:

Silicio cristalizado para el substrato (no conductor)

Polysilicio amorfo para las puertas (conductor)

Dopantes de tipo N y P para crear las difusiones

Oxido de silicio de distintas calidades:

capa �na de alta calidad para crear la puerta,

grueso de baja calidad como aislante entre otras capas.

Aluminio para las conexiones (buen conductor)
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